
 

図 1 PtHfSi/n-Si(100)構造の断面 TEM 像。 

(a)Ar スパッタ、(b)Kr スパッタ。 
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1. はじめに 

前回、我々は Si(100)上および Si(110)上おける PtHfSi 薄膜のスパッタガス種依
存性関する検討結果を報告した[1]。今回、TEM 像による PtHfSi 薄膜の解析を行
ったので報告する。 

 

2. 実験方法 

SPM 洗浄、希フッ酸処理を行った n-Si(100)基板上に、RF マグネトロンスパッ
タ法(0.65 Pa)を用いて、160 W で Hf(8 nm)、180 W で Pt(12 nm)を Ar および Kr

をスパッタガスとして室温で堆積し、Pt(12 nm)/Hf(8 nm)/n-Si(100)構造を形成。
窒素雰囲気中で 400ºC/1 hour の SWC-RTA[2]によりシリサイド化を行い、PtHfSi

を形成した。作製した試料を断面 TEM により膜厚を評価した。 

 

3. 実験結果及び考察 

図 1(a)にArスパッタを
用いて形成した PtHfSi、
図1(b)にKrスパッタを用
いて形成した PtHfSi の断
面 TEM 像を示す。Ar ス
パッタを用いた場合、膜
厚は 10 nm であったのに
対し Kr スパッタを用い
ることで 5.3 nm に薄膜化
可能であることが分かっ

た[3]。 
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